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Dioda BYP155-350V CEMI DO-201
1.5A;350V;350ns

Dane techniczne:

Nazwa: BYP155-350V

Typ: dioda szybka

Napiecie wsteczne maksymalne: 350V
Prad przewodzenia: 1.5A

Czas gotowosci: 350ns

Obudowa: DO-201

Montaz: przewlekany(THT)
Producent: CEMI
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BYP 150~50 50 100 . ~40 ... +85 <40 ... +85 50
BYP 150-100 100 200 ~40 ... +85 ~40 .aue +85 100
BYP 150-225 225 350 =40 ..o +85 ~20 ... +85 225
BYP 150300 300 400 0,4 15 150 | =40 ... +85 ~40 ..a +85 145 1 5 300 a CE 31
BYP 150-400 400 600 «40 oo +85 =40 1ee +85 400
. BYP 150-600 600 800 40 veu *B85 40 ... +85 600
BYP 155-350% 300 | /3%0/ | /1,2/ 40 | 150 | 10| 150| -40 eu. +100 | -40 ... +125 1,251 5 750 d 3
BYP 155-600% 500 | /s600/ | /1,2/ 40 | 150 | 10| 150 | =40 eus #1700 | =40 ... +125 1,25] 5 750 d xx
BYP 350=2 k /2 k/| fo,008/ | 1 10 100 =40 ... +100 | =55 ... +150| 30 0,01 10 2k| e CE 08
BYP 350-8 k /8 k/l /0,008/ 1 10 | 100 | =40 ... +100 =55 «.. +150| 30 0,01 10 8 k c CE 08
BYP 350-12 k /12 k/} /o,008/ | 1 10| 100| -40 ... #100 | =55 ... +#150| 37,5 0,000 10| 12k{ ¢ CE 08
BYP 350-16 k' /16 k/| /fo,008/| 1 10 | 100 | =40 eue +100 | =55 ... +150| 50 0,0y 10| 16k| e CE 08
BYP 401~50 50 100 =40 4.0 +100 | =55 ... 150 50
BYP 401-100 100 200 40 ove #100 | =55 ... +150 100
BYP 401-200 200 400 ~80 ... +100 | =55 ... +150 200
BYP 401~400 400 600 1 50 10 | 150 | =40 ¢ey #7100 ] =55 oue +150| 1,1 1 5| 400 a CE 31
HP 401-600 600 300 -40 LR} "'100 -55 ae e +15° 600
BYP 401800 800 | 1000 40 see +100 | =55 ... +150 800
BYP 401-1000 | 1000 | 1300 ~40 vee +100 | =55 ..e +150 1000
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BYP 671-600" soo | /se00/ | 75/ 60 [ 150 | 10 150 1,25 5 2002/ d ez 0™
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Wykaz oznaczeri parametréw technicznych

pojemnoséé diody przy okreslonym napigein wetecznym

stosunek pojemnosci

krytyczna stromosé nsrastania pradu przewodzenia

czestotliwosé pomiarowa

prad przewcdzenia

szczytowy prad przewodzenia

powtarzalny szczytowy prad przewodzenia
niepowtarzalny szczytowy prad przewodzenis

-prad bramki

przeiaczajgcy prgd bramki

Srednl prad wyprostowany

prad wateczny

prad ustalenia charakterystyki wsteczne]
skuteczny prad przewocdzenia tyrystora

dredni prgd przewodzenia tyrystora
skuteczny prad przewodzenia tyrystoras

niepowtarzalny szcsytowy prad przewcdzenia tyrystora

prad stabilizacji

" moc catkowita

straty mocy w bramce

dobrodé

rezystancja dynamidana w kierunku przewodzenia
rezystancja szeregows

rezystancja dynamicsna

rezysiancja obcigsesila

czas trwania impulsu

famperatura otocgenia

temperatura obudowy.

tamperstuxa_atqcna

czas narastania

czags ugtalanla charakterystyki wegteczne]
napigeie blokowania '
powtarzalne sscsytqwe napieuie'blokowanin
niepowtarzalne szczytowe napiecie blokowania
napilgcie przewodzenia diody

niepowtarzalne szczytowe papiecie przewodzenis
naplecie przeigczajgce bramki

napigcie wateczne

gzczytowe napigele weteczne

powtarzalne szczytowe napiecle wsteczne
niepowtarzalne szczytowe napigcie wateczne
aiczytowe napigcie wateczne pracy

naplecie przewodzenia tyrystora

napigcie stabilizacji

wspdczynnik temperatury stabilizac]i w kierunku przewodzenla
wopdlezynnik temperaturowy napiecla gtabilizacji
kgt przepiywu



